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(54)【発明の名称】 アクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ素子を駆動するための駆動部のＴＦ
Ｔ及び／又は前記駆動部と連結されたドライブＩＣのＴ
ＦＴをＳＬＳ方式で製造して、ＴＦＴの特性の均一度を
高めて均一輝度を有し得るようにしたアクティブマトリ
ックス有機電界発光ディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】  基板上に一方向に配列されたスキャンラ
インと、スキャンラインに垂直な方向に配列されたデー
タラインと、データラインと一定の距離を有し、前記デ
ータラインに平行な方向に配列されたパワーラインと、
スキャンライン、データライン及びパワーラインの間の
画素領域に形成され、印加する電圧に従って光を発光す
る電界発光素子と、スキャンラインの信号に従って前記
データラインの信号をスイッチングするスイッチングト
ランジスタと、スイッチングトランジスタを介して印加
される信号に従って前記パワーラインの電源を前記電界
発光素子に印加するための駆動トランジスタとを備え、
スイッチングトランジスタ又は駆動トランジスタがＳＬ
Ｓ方式により形成されることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に一方向に配列されたスキャンラ
インと、
前記スキャンラインに垂直な方向に配列されたデータラ
インと、
前記データラインと一定の距離を有し、前記データライ
ンに平行な方向に配列されたパワーラインと、
前記スキャンライン、データライン及びパワーラインの
間の画素領域に形成され、印加された電圧に従って光を
発光する電界発光素子と、
前記スキャンラインの信号に従って前記データラインの
信号をスイッチングするスイッチングトランジスタと、
前記スイッチングトランジスタを介して印加される信号
に従って前記パワーラインの電源を前記電界発光素子に
印加するための駆動トランジスタとを備え、
前記スイッチングトランジスタ又は駆動トランジスタが
連続側面結晶方式により形成されたことを特徴とするア
クティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置。
【請求項２】  前記ＳＬＳ方式はハイスループットポリ
シリコン、ＳＬＳディレクショナルポリシリコン、ＳＬ
Ｓクリスタルシリコンのうち何れか１つを形成すること
を特徴とする請求項１記載のアクティブマトリックス有
機電界発光ディスプレイ装置。
【請求項３】  前記データラインに印加されるデータ信
号の電圧と前記パワーにより供給される電圧差に基づい
て電荷を蓄積するキャパシタを更に備えたことを特徴と
する請求項１記載のアクティブマトリックス有機電界発
光ディスプレイ装置。
【請求項４】  前記各スキャンラインにスキャン信号を
印加するゲートドライブＩＣと、
前記各データラインにデータ信号を印加するデータドラ
イブＩＣを更に備えることを特徴とする請求項１記載の
アクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装
置。
【請求項５】  前記ゲートドライブＩＣ及びデータドラ
イブＩＣは複数の薄膜トランジスタを備え、各薄膜トラ
ンジスタはＳＬＳ方式により形成されることを特徴とす
る請求項４記載のアクティブマトリックス有機電界発光
ディスプレイ装置。
【請求項６】  前記ＳＬＳ方式はＳＬＳハイスループッ
トポリシリコン、ＳＬＳディレクショナルポリシリコ
ン、ＳＬＳクリスタルシリコンの内の何れか１つを形成
することを特徴とする請求項４記載のアクティブマトリ
ックス有機電界発光ディスプレイ装置。
【請求項７】  基板上に非晶質シリコンを蒸着し、ＳＬ
Ｓ方式で前記非晶質シリコンをポリシリコンで結晶する
段階と、
前記結晶化されたポリシリコンを選択的に除去して、ス
イッチングトランジスタ及び駆動トランジスタが形成さ
れる領域に第１、第２半導体層を形成する段階と、
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前記各半導体層を含む全面にゲート絶縁膜を形成する段
階と、
前記ゲート絶縁膜上に前記第１半導体層を通るように一
方向にスキャンラインを形成し、同時に前記第２半導体
層を通るように前記駆動トランジスタのゲート電極を形
成する段階と、
前記スキャンライン及び駆動トランジスタのゲート電極
の両側の前記第１、第２半導体層にスイッチングトラン
ジスタ及び駆動トランジスタのソースおよびドレン領域
を形成する段階と、
全面に層間絶縁膜を蒸着し、前記第１半導体層のソース
およびドレン領域及び前記駆動トランジスタのゲート電
極、第２半導体層のソース領域が露出するようにそれぞ
れコンタクトホールを形成する段階と、
前記層間絶縁膜上に前記スキャンラインに垂直な方向に
前記第１半導体層のソース領域に連結されるようにデー
タラインを形成し、前記スキャンラインに垂直な方向に
前記第２半導体層のソース領域に連結され、前記駆動ト
ランジスタのゲート電極にオーバーラップされるように
パワーラインを形成し、前記第１半導体層のドレン領域
と前記駆動トランジスタのゲート電極とを連結するよう
に電極パターンを形成する段階と、
前記第２半導体層のドレン領域にコンタクトホールを有
するように全面に平坦化用の絶縁膜を形成する段階と、
前記平坦化用の絶縁膜上に前記ドレン領域に連結される
ように電界発光素子を形成する段階と、を備えることを
特徴とするアクティブマトリックス有機電界発光ディス
プレイ装置の製造方法。
【請求項８】  前記スキャンラインと駆動トランジスタ
のゲート電極は互いに隔離されるように形成することを
特徴とする請求項７記載のアクティブマトリックス有機
電界発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項９】  前記ゲート電極は前記パワーラインにオ
ーバーラップされキャパシタを形成するように、一定の
領域を広く形成することを特徴とする請求項７記載のア
クティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置の
製造方法。
【請求項１０】  前記ＳＬＳ方式の結晶化は、約２μｍ
×１０ｍｍのサイズを有するビームを、パルス当たり露
光面積が１０×１０ｍｍ２以下となるようにして、ＳＬ
Ｓ方式で非晶質シリコンに照射して、ポリシリコンを結
晶化することを特徴とする請求項７記載のアクティブマ
トリックス有機電界発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１１】  前記ＳＬＳ結晶化方法は、一定の間隔
でビームを１次非晶質シリコン基板に照射して、非晶質
シリコンを結晶化した後、次いで、前記第１次照射して
結晶化した部分の側面に２次的にビームを照射する方法
を繰り返して、全非晶質シリコンを結晶化することを特
徴とする請求項７記載のアクティブマトリックス有機電
界発光ディスプレイ装置の製造方法。
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【請求項１２】  一方向に配列されたスキャンライン
と、
前記スキャンラインに実質的に垂直に配列されたデータ
ラインと、
前記データラインと一定の距離を有し、前記データライ
ンに実質的に平行に配列されたパワーラインと、
前記スキャンライン、データライン及びパワーラインの
間の画素領域に形成された電界発光素子と、
前記スキャンラインの信号に従って前記データラインの
信号をスイッチングするスイッチングトランジスタと、
前記スイッチングトランジスタを介して印加される信号
に従って前記パワーラインの電源を前記電界発光素子に
印加するための駆動トランジスタであって、連続側面結
晶方式により形成された駆動トランジスタとを具備する
アクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装
置。
【請求項１３】  前記ＳＬＳ方式はハイスループットポ
リシリコン、ＳＬＳディレクショナルポリシリコン、Ｓ
ＬＳクリスタルシリコンのうち何れか１つである請求項
１２に記載のアクティブマトリックス有機電界発光ディ
スプレイ装置。
【請求項１４】  前記データラインに印加されるデータ
信号の電圧と前記パワーにより供給される電圧の差に基
づいて電荷を蓄積するキャパシタを更に備えた請求項１
２記載のアクティブマトリックス有機電界発光ディスプ
レイ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリッ
クス有機電界発光ディスプレイ装置に関し、特に、ＳＬ
Ｓ（Sequential lateral solidification）法を使用し
て既存の低温ポリシリコン工程による場合より輝度の均
一性が高く、集積回路（ＩＣ）の高度な集積化が可能な
アクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置
及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、平板ディスプレイの発展に伴っ
て、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマ表示パネル（Ｐ
ＤＰ）、電界エミッション表示装置（ＦＥＤ）、エレク
トロルミニセンス（ＥＬ）など様々な種類のディスプレ
イ素子が開発されている。かかる平板ディスプレイはそ
の駆動方法に従って次の２つの方式に分けられる。その
１つはパッシブマトリックス方式であり、他の１つはア
クティブマトリックス方式である。パッシブマトリック
ス方式はアクティブマトリックス方式に比べて大きな電
流レベルがひつようになる。したがって、ＦＥＤやＥＬ
などのような電流駆動方式では、同一のラインタイムで
も更に大きな電流レベルを要求するパッシブマトリック
ス方式よりアクティブマトリックス方式がより有利な方
式とされている。
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【０００３】図１は従来の２トランジスタ（２Ｔ）形式
のアクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装
置（ＯＥＤ）の単位ピクセルの等価回路図である。従来
のアクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装
置の単位ピクセルの回路構成は、図１に示すように、一
方向に配列されたスキャンライン１と、前記スキャンラ
イン１に垂直な方向に配列されたデータライン２と、前
記データライン２と一定の距離を有し、前記データライ
ン２に平行な方向に配列されたパワーライン３と、前記
スキャンライン１，データライン２及びパワーライン３
の間の画素領域に形成され、印加される電圧に従って光
を発光する電界発光素子７と、前記スキャンライン１の
信号に従って前記データライン２の信号をスイッチング
するスイッチングトランジスタ４と、前記スイッチング
トランジスタ４を介して印加される信号に従って前記パ
ワーライン３の電源を前記電界発光素子に印加する駆動
トランジスタ５と、前記パワーライン３と駆動トランジ
スタ５のゲート電極との間に形成されるキャパシタ６な
どから構成されている。
【０００４】このような回路構成を有する従来のアクテ
ィブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置の単位
ピクセルの構造及び製造方法は次の通りである。
【０００５】図２は、図１のアクティブマトリックス有
機電界発光ディスプレイ装置のレイアウト図であり、図
３は図２のＩ－Ｉ′線に沿った断面図である。基板１０
上の前記スイッチングトランジスタ４と駆動トランジス
タ５が形成される領域に、アイランド状の第１，第２半
導体層４ａ，５ａが形成される。その際、前記各半導体
層４ａ，５ａの形成方法は、全面に非晶質シリコン（ａ
-Ｓｉ：Ｈ）を蒸着し、エキシマレーザを用いてスキャ
ニング方式で前記非晶質シリコンをポリシリコンに結晶
化した後、選択的に除去して第１，第２半導体層４ａ，
５ａを形成する。
【０００６】前記各半導体層４ａ，５ａを含む基板１０
の全面にゲート絶縁膜３０が形成される。次に、前記ゲ
ート絶縁膜３０上に前記第１半導体層４ａを通るように
一方向にスキャンライン１が形成され、前記第２半導体
層５ａを通るように前記駆動トランジスタのゲート電極
５ｂが形成される。その際、前記スキャンライン１と駆
動トランジスタのゲート電極５ｂとは互いに隔離して形
成され、前記ゲート電極５ｂは後で形成されるパワーラ
イン３とオーバーラップされキャパシタを形成するよう
に一定の領域が広く形成される。
【０００７】前記スキャンライン１および駆動トランジ
スタのゲート電極５ｂ両側の第１，第２半導体層には不
純物イオンの注入によってそれぞれソースとドレン領域
が形成される。したがって、前記スキャンライン１と第
１半導体層４ａによってスイッチングトランジスタ４が
形成され、ゲート電極５ｂ及び第２半導体層５ａによっ
て駆動トランジスタ５が形成される。
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【０００８】前記スキャンライン１及びゲート電極５ｂ
を含む全面に層間絶縁膜５０が形成され、前記第１半導
体層４ａのソースおよびドレン領域及びゲート電極５
ｂ、第２半導体層５ａのソース領域にそれぞれコンタク
トホールが形成される。さらに、前記層間絶縁膜５０上
に前記スキャンライン１に垂直な方向に前記第１半導体
層４ａのソース領域に連結されるようにデータライン２
が形成され、前記スキャンライン１に垂直な方向に前記
第２半導体層５ａのソース領域に連結され、前記ゲート
電極５ｂにオーバーラップされるようにパワーライン３
が形成され、前記第１半導体層４ａのドレン領域と前記
ゲート電極５ｂとを連結するように電極パターン２０が
形成される。ここで、前記ゲート電極５ｂとパワーライ
ン３とがオーバーラップする部分にキャパシタ６が形成
される。
【０００９】基板１０の全面に平坦化用の絶縁膜７０が
形成され、前記平坦化用絶縁膜７０上に前記第２半導体
層５ａのドレン領域にコンタクトホールが形成され、前
記ドレン領域に連結されるように電界発光素子７が形成
される。このような構造を有する従来のアクティブマト
リックス有機電界発光ディスプレイ装置の製造方法を以
下に説明する。
【００１０】基板１０上に非晶質シリコン（ａ-Ｓｉ：
Ｈ）を蒸着し、エキシマレーザを用いて前記非晶質シリ
コンをポリシリコンで結晶した後、選択的に除去して前
記スイッチングトランジスタ４と駆動トランジスタ５が
形成される領域にアイランド状の第１，第２半導体層４
ａ，５ａを形成する。この際、前記非晶質シリコンをエ
キシマレーザでスキャニングしてポリシリコンを結晶化
する方法を具体的に説明すると次の通りである。
【００１１】図４は従来のレーザアニーリング方式（ス
キャニング方式）を用いた結晶化方法を説明するための
平面図である。すなわち、幅が約０．５ｍｍ以下であ
り、液晶表示パネルより更に小さい長さを有するレーザ
ビームをパネルの一側から縦方向に２５μｍ／ｐｕｌｓ
ｅ移動してスキャニング方式で非晶質シリコンに照射し
てポリシリコンで結晶化する。
【００１２】前記各半導体層４ａ，５ａを含む基板１０
の全面にゲート絶縁膜３０を形成し、全面に金属層を蒸
着する。そして、前記金属層を選択的に除去して、前記
ゲート絶縁膜３０上に前記第１半導体層４ａを通るよう
に一方向にスキャンライン１を形成し、同時に前記第２
半導体層５ａを通るように前記駆動トランジスタのゲー
ト電極５ｂを形成する。この際、前記スキャンライン１
と駆動トランジスタのゲート電極５ｂとは互いに隔離さ
れるように形成し、前記ゲート電極５ｂは後で形成され
るパワーライン３とオーバーラップされキャパシタを形
成するように一定の領域を広く形成する。
【００１３】前記スキャンライン１及び駆動トランジス
タのゲート電極５ｂをマスクに利用した前記第１，第２
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半導体層４ａ，５ａに不純物（Ｐ＋）をイオン注入し
て、スイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタの
ソースおよびドレン領域を形成する。したがって、前記
スキャンライン１と第１半導体層４ａによってスイッチ
ングトランジスタ４が形成され、ゲート電極５ｂ及び第
２半導体層５ａによって駆動トランジスタ５が形成され
る。
【００１４】前記スキャンライン１及びゲート電極５ｂ
を含む全面に層間絶縁膜５０を蒸着し、前記第１半導体
層４ａのソースおよびドレン領域及びゲート電極５ｂ、
第２半導体層５ａのソース領域が露出されるように前記
層間絶縁膜５０及びゲート絶縁膜３０を選択的に除去し
てそれぞれコンタクトホールを形成する。そして、全面
に金属層を蒸着し、選択的に除去して、前記層間絶縁膜
５０上に前記スキャンライン１に垂直な方向に前記第１
半導体層４ａのソース領域に連結されるように、データ
ライン２を形成し、同時に前記スキャンライン１に垂直
な方向に前記第２半導体層５ａのソース領域に連結さ
れ、前記ゲート電極５ｂにオーバーラップされるように
パワーライン３を形成し、前記第１半導体層４ａのドレ
ン領域と前記ゲート電極５ｂとを連結するように電極パ
ターン２０を形成する。
【００１５】全面に平坦化用絶縁膜７０を形成し、前記
平坦化用絶縁膜７０上に前記第２半導体層５ａのドレン
領域にコンタクトホールを形成して、前記ドレン領域に
連結されるように電界発光素子７を形成する。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来のアクティブマトリックス有機電界発光ディス
プレイ装置及びその製造方法においては次のような問題
点があった。
【００１７】図５は従来のスキャニング方式の結晶化方
法によるポリシリコンのグレインバウンダリー及びキャ
リア移動図を示すものである。すなわち、前記第１，第
２半導体層を形成するために非晶質シリコンをエキシマ
レーザを用いて結晶化するため、グレインバウンダリー
が不規則的にチャネル方向に垂直な方向に形成される。
したがって、各トランジスタの動作電圧が不均一とな
り、画面に波形の現象が発生する。すなわち、非晶質シ
リコンを基板に蒸着し、エキシマレーザを用いてスキャ
ニング方式で非晶質シリコンを結晶化させてポリシリコ
ンを得る。この際、前記非晶質シリコンは水素（Ｈ）が
所定のパーセントで結合されているので、前記水素を除
去し、前記基板が変形しないように最小限の温度を維持
してシリコンを結晶化しなければならないので、その工
程条件の実現は容易ではない。
【００１８】また、前記レーザを用いたスキャニング方
式はスキャニングライン当たり所定のパルスを印加する
方式であるので、レーザが連続的に照射されず、また、
各ライン当たり照射するレーザのエネルギーが均一では
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7
ないので、スキャニング方向に波形が形成する。したが
って、前記波形によってスキャニングライン当たりＴＦ
Ｔの特性が不均一になり、有機電界発光素子のディスプ
レイ画面の波形に反映され、輝度の不均一度に影響を与
える。すなわち、電流の通路のチャネルの役割を果たす
半導体層をなすＳｉグレインの大きさ及び結晶状態が不
均一になるので、各画素を駆動するＴＦＴの特性が変化
して、同じグレーレベルを印加しても各ＴＦＴに流れる
電流の大きさが変わり、これによって画素の輝度に差異
が生じる。
【００１９】また、Ｓｉのグレインの大きさが一定でな
く、グレインの境界面で突出部によって薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）製作時に特性の不均一をもたらし、輝度の
不均一を生じる。
【００２０】尚、前記輝度の不均一を回路的に補償する
ために画素部にＴＦＴを４つ使用する補償回路技術があ
るが、この技術は製造工程上不良率を増加させることに
なり、ＴＦＴが増えるのに従って開口率が減少するとい
う短所がある。
【００２１】そこで、本発明は、上記問題点に鑑みて成
されたもので、有機エレクトロルミニセンス（ＥＬ）素
子を駆動するための駆動部のＴＦＴ及び／又は前記駆動
部と連結されたドライブ集積回路（ＩＣ）のＴＦＴをＳ
ＬＳ（Sequential Lateral Solidification）方式で製
造して、ＴＦＴの特性の均一度を高めて均一な輝度を実
現するようにしたアクティブマトリックス有機電界発光
ディスプレイ装置を提供することを目的とする。
【００２２】また、本発明の他の利点は、前記ドライバ
ＩＣ（外部の駆動回路）のＴＦＴをＳＬＳ方式で製造し
て、１つの基板に画素と駆動回路を一層高密度に集積化
して小型化されたアクティブマトリックス有機電界発光
ディスプレイ装置を提供することである。
【００２３】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明に基づくアクティブマトリックス有機電界
発光ディスプレイ装置は、基板上に一方向に配列された
スキャンラインと、スキャンラインに垂直な方向に配列
されたデータラインと、データラインと一定の距離を有
し、前記データラインに平行な方向に配列されたパワー
ラインと、スキャンライン、データライン及びパワーラ
インの間の画素領域に形成され、印加する電圧に従って
光を発光する電界発光素子と、スキャンラインの信号に
従って前記データラインの信号をスイッチングするスイ
ッチングトランジスタと、スイッチングトランジスタを
介して印加される信号に従って前記パワーラインの電源
を前記電界発光素子に印加するための駆動トランジスタ
とを備え、スイッチングトランジスタ又は駆動トランジ
スタがＳＬＳ方式により形成されることを特徴とする。
【００２４】本発明によるアクティブマトリックス有機
電界発光ディスプレイ装置は、基板上にスキャン信号が

8
順に印加される複数のスキャンラインと、そのスキャン
ラインと交差するよう多数配置され、データ信号を印加
するデータラインと、前記各スキャンラインとデータラ
インにより定義される各画素領域と、その各画素領域の
一部に形成された有機ＥＬ素子と、その各画素領域の他
の一部に前記スキャンライン及びデータラインと、前記
有機ＥＬ素子と連結され位置し、前記有機ＥＬ素子を駆
動する駆動部と、前記スキャンライン及びデータライン
にそれぞれ前記スキャン信号及びデータ信号を印加し、
ＳＬＳ方式を用いて形成されたゲートドライブＩＣ及び
データドライブＩＣとを備えて構成されることを特徴と
する。
【００２５】上記の目的を達成するための本発明による
アクティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置
の製造方法は、基板上に非晶質シリコンを蒸着し、ＳＬ
Ｓ方式で前記非晶質シリコンをポリシリコンで結晶する
段階と、その結晶化されたポリシリコンを選択的に除去
して、スイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタ
が形成される領域に第１，第２半導体層を形成する段階
と、各半導体層を含む全面にゲート絶縁膜を形成する段
階と、ゲート絶縁膜上に前記第１半導体層を通るように
一方向にスキャンラインを形成し、同時に前記第２半導
体層を通るように駆動トランジスタのゲート電極を形成
する段階と、スキャンライン及び駆動トランジスタのゲ
ート電極の両側の前記第１，第２半導体層にスイッチン
グトランジスタ及び駆動トランジスタのソースおよびド
レン領域を形成する段階と、全面に層間絶縁膜を蒸着
し、前記第１半導体層のソースおよびドレン領域及び前
記駆動トランジスタのゲート電極、第２半導体層のソー
ス領域が露出されるようにそれぞれコンタクトホールを
形成する段階と、層間絶縁膜上に前記スキャンラインに
垂直な方向に前記第１半導体層のソース領域に連結され
るようにデータラインを形成し、同時に前記スキャンラ
インに垂直な方向に前記第２半導体層のソース領域に連
結され、前記駆動トランジスタのゲート電極にオーバー
ラップされるようにパワーラインを形成し、前記第１半
導体層のドレン領域と前記駆動トランジスタのゲート電
極とを連結するように電極パターンを形成する段階と、
前記第２半導体層のドレン領域にコンタクトホールを有
するように全面に平坦化用絶縁膜を形成する段階と、前
記平坦化用絶縁膜上に前記ドレン領域に連結されるよう
に電界発光素子を形成する段階とを備えることを特徴と
する。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、本発明によるアクティブマ
トリックス有機電界発光ディスプレイ装置の好ましい実
施形態を図面に沿って詳細に説明する。
【００２７】まず、本発明によるアクティブマトリック
ス有機電界発光ディスプレイ装置の単位ピクセルの等価
回路及びレイアウトは図１～図３に示す通りである。す
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9
なわち、本発明によるアクティブマトリックス有機電界
発光ディスプレイ装置の単位ピクセルの回路的な構成
は、図１に示すように、一方向に配列されたスキャンラ
イン１と、該スキャンライン１に垂直な方向に配列され
たデータライン２と、該データライン２と一定の間隔を
隔てて、そのデータライン２に平行に配列されたパワー
ライン３と、前記スキャンライン１，データライン２及
びパワーライン３の間の画素領域に形成され、印加され
る電圧に従って光を発光する電界発光素子７と、前記ス
キャンライン１の信号に従って前記データライン２の信
号をスイッチングするスイッチングトランジスタ４と、
該スイッチングトランジスタ４を介して印加される信号
に従って前記パワーライン３の電源を前記電界発光素子
に印加する駆動トランジスタ５と、前記パワーライン３
と駆動トランジスタ５のゲート電極との間に形成される
キャパシタ６などから構成されている。
【００２８】そして、本発明では図１～図３に示すよう
に構成された単位ピクセルが複数個配列された画素部
と、これらを駆動するためのゲートドライバＩＣ及びデ
ータドライバＩＣが同一基板に配列され、前記画素部の
薄膜トランジスタは勿論、前記各ドライバＩＣ内の薄膜
トランジスタをＳＬＳ方式で製造して薄膜トランジスタ
が均一な特性を有するようにしたものである。
【００２９】図６は本発明の第１実施形態によるアクテ
ィブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置で、Ｓ
ＬＳ方式を用いて画素部のＴＦＴを形成したことを示す
ものである。図６に示す例では、基板に画素部ＰＳが形
成され、前記画素部ＰＳを駆動するための駆動回路が集
積化されたゲートドライブＩＣ（ＧＩＣ）及びデータド
ライブＩＣ（ＤＩＣ）が前記基板の外部に形成されたも
のである。したがって、画素部の薄膜トランジスタの活
性層をＳＬＳ方式で結晶化させ、前記ゲートドライブＩ
Ｃ及びデータドライブＩＣのＴＦＴの活性層は低温ポリ
シリコン（ＬＴＰＳ）低温工程及びエキシマレーザ方式
で形成された。
【００３０】図７は本発明の第２実施形態によるアクテ
ィブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置で、画
素部と画素部を駆動するためのドライブＩＣのＴＦＴを
ＳＬＳ方式で形成したものである。
【００３１】図７に示すように、同一の基板上に画素部
とゲート及びデータドライブＩＣが形成された場合は、
画素部と各ドライブＩＣのＴＦＴの半導体層をＳＬＳ方
式で結晶化する。勿論、図７のような場合にも画素部の
薄膜トランジスタの半導体層はＬＴＰＳ低温工程及びエ
キシマレーザ方式（スキャニング方式）で形成し、前記
各ドライブＩＣのＴＦＴの半導体層はＳＬＳ方式で形成
しても良い。
【００３２】前記本発明の各実施形態で、前記ＳＬＳ方
式はＳＬＳハイスループットポリシリコン、ＳＬＳディ
レクショナルポリシリコン、ＳＬＳ ｘ－Ｓｉ（crystal
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-Ｓｉ）のうち何れか１つで形成される。
【００３３】したがって、本発明のアクティブマトリッ
クス有機電界発光ディスプレイ装置の薄膜トランジスタ
の製造方法を具体的に説明すると以下の通りである。図
２及び図３に示すように、基板１０上の各薄膜トランジ
スタ４，５が形成される領域にアイランド状に第１，第
２半導体層４ａ，５ａを形成する。その際、前記各半導
体層４ａ，５ａの形成方法は、全面に非晶質シリコン
（ａ－Ｓｉ：Ｈ）を蒸着し、エキシマレーザを用いてス
キャニング方式で前記非晶質シリコンをポリシリコンで
結晶化した後、選択的に除去して第１，第２半導体層４
ａ，５ａを形成する。
【００３４】前記各半導体層４ａ，５ａを含む基板１０
の全面にゲート絶縁膜３０を形成する。そして、前記ゲ
ート絶縁膜３０上に前記第１半導体層４ａを通るように
一方向にスキャンライン１が形成され、前記第２半導体
層５ａを通るように前記駆動トランジスタのゲート電極
５ｂが形成される。この際、前記スキャンライン１と駆
動トランジスタのゲート電極５ｂとは互いに隔離して形
成され、前記ゲート電極５ｂは後で形成されるパワーラ
イン３とオーバーラップされキャパシタを形成するよう
に一定の領域が広く形成される。
【００３５】前記スキャンライン１及び駆動トランジス
タのゲート電極５ｂ両側の第１，第２半導体層には不純
物のイオン注入によってそれぞれソースおよびドレン領
域が形成される。したがって、前記第スキャンライン１
と第１半導体層４ａによってスイッチングトランジスタ
４が形成され、ゲート電極５ｂ及び第２半導体層５ａに
よって駆動トランジスタ５が形成される。
【００３６】前記スキャンライン１及びゲート電極５ｂ
を含む全面に層間絶縁膜５０が形成され、前記第１半導
体層４ａのソースおよびドレン領域及びゲート電極５
ｂ、第２半導体層５ａのソース領域にそれぞれコンタク
トホールが形成される。そして、前記層間絶縁膜５０上
に前記スキャンライン１に垂直な方向に前記第１半導体
層４ａのソース領域に連結されるようにデータライン２
が形成され、前記スキャンライン１に垂直な方向に前記
第２半導体層５ａのソース領域に連結され、前記ゲート
電極５ｂにオーバーラップするようにパワーライン３が
形成され、前記第１半導体層４ａのドレン領域と前記ゲ
ート電極５ｂとを連結するように電極パターン２０が形
成される。ここで、前記ゲート電極５ｂとパワーライン
３とがオーバーラップする部分でキャパシタ６が形成さ
れる。全面に平坦化用絶縁膜７０が形成され、前記平坦
化用絶縁膜７０上に前記第２半導体層５ａのドレン領域
にコンタクトホールが形成され、前記ドレン領域に連結
されるように電界発光素子７が形成される。
【００３７】以下、かかる構造を有する本発明のアクテ
ィブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置の製造
方法を説明する。
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【００３８】基板１０上に非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：
Ｈ）を蒸着し、ＳＬＳ方式で前記非晶質シリコンをポリ
シリコンで結晶した後、選択的に除去して前記スイッチ
ングトランジスタ４と駆動トランジスタ５が形成される
領域にアイランド状に第１，第２半導体層４ａ，５ａを
形成する。この際、前記非晶質シリコンをＳＬＳ方式で
結晶化する具体的な方法は以下の通りである。
【００３９】図８は本発明によるＳＬＳ方式で結晶化す
る方法を説明するための平面図であり、図９は本発明の
ＳＬＳ方式により結晶化されたポリシリコンの平面図で
ある。約２μｍ×１０ｍｍのサイズを有するビームを、
露光面積／ｐｕｌｓｅが１０×１０ｍｍ２以下となるよ
うにして、ＳＬＳ方式で非晶質シリコンに照射してポリ
シリコンで結晶化する。
【００４０】すなわち、図８に示すように、一定の間隔
でビームを１次非晶質シリコン基板に照射して非晶質シ
リコンを結晶化した後、次いで、前記１次照射して結晶
化した部分の側面に２次的にビームを照射する方法を繰
り返して、全非晶質シリコンを結晶化する。
【００４１】このような方法によって非晶質シリコン層
を結晶化すると、図９に示すように、結晶化されたポリ
シリコンはグレインバウンダリーがチャネル方向に平行
な方向に形成されるので、電子移動度が著しく向上す
る。
【００４２】そして、前記各半導体層４ａ，５ａを含む
基板１０の全面にゲート絶縁膜３０を形成し、全面に金
属層を蒸着する。そして、前記金属層を選択的に除去し
て、前記ゲート絶縁膜３０上に前記第１半導体層４ａを
通るように一方向にスキャンライン１を形成し、同時に
前記第２半導体層５ａを通るように前記駆動トランジス
タのゲート電極５ｂを形成する。この際、前記スキャン
ライン１と駆動トランジスタのゲート電極５ｂとは互い
に隔離されるように形成し、前記ゲート電極５ｂは後で
形成するパワーライン３とオーバーラップされキャパシ
タを形成するように一定の領域を広く形成する。
【００４３】前記スキャンライン１及び駆動トランジス
タのゲート電極５ｂをマスクに用いた前記第１，第２半
導体層４ａ，５ａに不純物（Ｐ＋）をイオン注入して、
スイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタのソー
スおよびドレン領域を形成する。したがって、前記スキ
ャンライン１と第１半導体層４ａによってスイッチング
トランジスタ４が形成され、ゲート電極５ｂ及び第２半
導体層５ａによって駆動トランジスタ５が形成される。
【００４４】前記スキャンライン１及びゲート電極５ｂ
を含む全面に層間絶縁膜５０を蒸着し、前記第１半導体
層４ａのソースおよびドレン領域及びゲート電極５ｂ、
第２半導体層５ａのソース領域が露出されるように前記
層間絶縁膜５０及びゲート絶縁膜３０を選択的に除去し
て、それぞれコンタクトホールを形成する。 *
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*【００４５】そして、全面に金属層を蒸着し、選択的に
除去して、前記層間絶縁膜５０上に前記スキャンライン
１に垂直な方向に前記第１半導体層４ａのソース領域に
連結されるようにデータライン２を形成し、同時に前記
スキャンライン１に垂直な方向に前記第２半導体層５ａ
のソース領域に連結され、前記ゲート電極５ｂにオーバ
ーラップされるようにパワーライン３を形成し、前記第
１半導体層４ａのドレン領域と前記ゲート電極５ｂとを
連結するように電極パターン２０を形成する。
【００４６】全面に平坦化用絶縁膜７０を形成し、その
平坦化用絶縁膜７０上に前記第２半導体層５ａのドレン
領域にコンタクトホールを形成して、前記ドレン領域に
連結されるように電界発光素子７を形成する。
【００４７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によるアク
ティブマトリックス有機電界発光ディスプレイ装置は次
のような効果を有する。
【００４８】第一、有機ＥＬ素子を駆動するための駆動
部のＴＦＴ及び／又は駆動部と連結されたドライブＩＣ
がＴＦＴをＳＬＳ方式で製造してＴＦＴの特性の均一度
を高め均一な輝度を有するため、小数のトランジスタを
用いて素子の開口率を高めることができる。第二、前記
ドライバＩＣ（外部駆動回路）のＴＦＴをＳＬＳ方式で
製造して１つの基板に画素と駆動回路を集積化すること
で素子の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  従来の２Ｔアクティブマトリックス有機電界
発光ディスプレイ装置の単位ピクセルの等価回路図であ
る。
【図２】  図１のアクティブマトリックス有機電界発光
ディスプレイ装置のレイアウト図である。
【図３】  図２のＩ－Ｉ′線上の断面図である。
【図４】  従来のスキャン方式で結晶化する方法を説明
するための平面図である。
【図５】  従来のスキャン方式により結晶化されたポリ
シリコンの平面図である。
【図６】  本発明の第１実施形態によるアクティブマト
リックス有機電界発光ディスプレイ装置で、ＳＬＳ方式
を用いて画素部のＴＦＴを形成したことを示すものであ
る。
【図７】  本発明の第２実施形態によるアクティブマト
リックス有機電界発光ディスプレイ装置で、画素部と画
素部を駆動するためのドライブＩＣのＴＦＴをＳＬＳ方
式で形成したものである。
【図８】  本発明によるＳＬＳ方式で結晶化する方法を
説明するための図面である。
【図９】  本発明のＳＬＳ方式により結晶化されたポリ
シリコンの平面図である。
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